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フォトニック
処理

電気処理

多機能な電気処理

光スイッチカットスルー、波長変換、
波形再生、増幅、方路切り替え

ヘッダー処理、フレーム処理、
誤り訂正等

光ネットワークノードの構成

光スイッチの必要性: 
ネットワーク利用効率の向上
O/E/O削減による低コスト化と省エネルギー化
プロテクション

シリコンフォトニクス

Si Substrate

Core size: 0.45 x 0.22 m
Cladding: 1.5 ~ 3.0 m

Si core

SiO2 

cladding

• Small footprint
• Low loss (~1 dB/cm)
• CMOS compatible process
• Phase shifter (TO, EO)
 Modulator, Switch

• Ge photo detector

* Polarization dependent
* Nonlinear absorption
Input power limitation
* Large phase error
Low performance filter

シリコンVLSIプロセス利用によ
る大量生産・低コスト化の期待

波長選択光スイッチ

200 GHz間隔、20chの光信号を
２方向にスイッチ可能

ネットワークノードで多数の
光スイッチが光信号の方路
を切り替える。

相変化材料を用いた超小型光スイッチ

相変化材料の大きな屈折率変化
により、直径 1 m の薄膜の相
変化でスイッチング

※シリコン光回路は、産業技術総合
研究所のご協力により作製しました。


